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(54) Verfahren zur nasschemischen Behandlung von Halbleiterscheiben 

(57) Gegenstand der Erf indung ist ein Verfahren zur 
naGchemischen Behandlung von Halbleiterscheiben, 
bei dem die Halbleiterscheiben mit Behandlungsflussig- 
keiten behandelt werden. Das Verfahren ist dadurch 
gekennzeichnet, daR die Halbleiterscheiben zuerst mit 
einer wasserigen HF-L6sung, anschlieRend mit einer 
wasserigen 0 3 -L6sung und schlieBlich mit Wasser Oder 
einer wasserigen HCI-Ldsung behandelt werden. wobei 
diese Behandlungen eine Behandlungsfolge bilden. 



CM 

o 

LO 
O 

o 



£ BEST AVAILABLE COPY 

LU 



^nnieaoy Xeo* (UK) 3usmess Services 
2 16 7 'HR31.3 5 



EP 1 005 072 A1 



Beschreibung 

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur naBchemischen Behandlung von Halbleiterscheiben, bei 
dem die Halbleiterscheiben mrt Behandlungsflussigkeiten behandelt werden, insbesondere ein Verfahren zum Reini- 
5 gen von Halbleiterscheiben aus Silicium. 

[0002] Ein Verfahren dieser Gattung ist beispielsweise von M.Meuris et al. in Solid State Technology, July 1995, p. 
109 beschrieben worden. 

[0003] Durch die vorliegende Erfindung wird ein Verfahren zur Verfugung gestellt. mit dem Halbleiterscheiben 
besonders effektiv von metallischen Verunreinigungen und Partikeln befreit werden kbnnen. 
jo [0004] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur naBchemischen Behandlung von Halbleiterscheiben. bei 
dem die Halbleiterscheiben mit Behandlungsflussigkeiten behandelt werden, das dadurch gekennzeichnet ist, daB die 
Halbleiterscheiben zuerst mit einer wasserigen HF-Losung. anschlieBend mit einer wasserigen 0 3 -L6sung und 
schlieBlich mit Wasser cder einer wasserigen HCI-Losung behandelt werden, wobei diese Behandlungen eine Behand- 
lungsfolge bilden. 

is [0005] Es hat sich herausgestellt, daB die Aufgabe durch diese Behandlungsfolge, die nicht durch Spulen mit Was- 
ser Oder einer anderen Behandlungsflussigkeit unterbrochen werden darf und ausschlieBlich bei einem pH-Wert durch- 
gefuhrt wird, der kleiner als pH 7 ist. gelOst wird. Die erfindungsgemaBe Behandlung mit den angegebenen 
Behandlungsflussigkeiten erfolgt in Behandlungsbadern. wobei es bevorzugt ist. die Behandlungsflussigkeit umzuwal- 
zen, das heiBt sie dem errtsprechenden Behandlungsbad teilweise zu entnehmen und sie diesem gefiltert wieder 

20 zuzufuhren. Auf diese Weise werden Aufwendungen fur die benotigten Chemikalien und fur deionisiertes Wasser 
gespart. Oas Zufuhren von frischem Wasser oder anderen Flussigkeiten in die Behandlungsbader ist zu unterlassen, 
da beim Offnen von Ventilen DruckstdBe hervorgerufen werden und Partikel in die Bader eingetragen werden kdnnen. 
Die erfindungsgemaBe Behandlung unterscheidet sich deshalb von einer Spulbehandlung, bei der kontinuierlich oder 
in Abstanden frische Behandlungsflussigkeit zugefuhrt wird. 

25 [0006] Die Behandlungen bestehend aus der Behandlung der Halbleiterscheiben zuerst in einem Bad mit einer 
wasserigen HF-L6sung. anschlieBend in einem Bad mit einer wasserigen 0 3 -L6sung und schlieBlich in einem Bad mit 
Wasser oder einer wasserigen HCI-Losung bilden eine Behandlungsfolge B 2 , der eine Behandlung B, der Halbleiter- 
scheiben in einem Bad mit einer wasserigen SCVLosung vorangestellt sein kann. Bevorzugt ist eine SC1 -Losung, die 
NHaOH und H 2 0 2 Oder TMAH (= Tetramethylammoniumhydroxid) und H 2 0 2 enthalt. Der Behandlungsfolge B 2 kann 

30 auch eine Trocknungsbehandlung B3 der Halbleiterscheiben nachgeschaltet sein. Die Trocknungsbehandlung wird vor- 
zugsweise nach dem Schleuder-. HeiBwasser-. Isopropanol- oder Marangoniprinzip durchgefuhrt. 
[0007] Besonders bevorzugt ist. die Reihenfolge der Behandlung der Halbleiterscheiben gemaB dem Term 
m*(B 1 +B 2 )+B 3 zu gestalten, wobei m eine naturliche Zahl ist und die Behandlung B-, und die Behandlungsfolge B 2 
nacheinander durchgefuhrt werden und dies m-fach ausgefuhrt wird, bevor die Trocknungsbehandlung B 3 erfolgt. 

35 [0008] Die in der Behandlungsfolge B 2 eingesetzte wasserige HF-L6sung enthalt HF vorzugsweise in einer Kon- 
zentration von 0,001 bis 2 Gew.-% und gegebenenfalls HQ in einer Konzentration von bis zu 2 Gew.-% und gegebe- 
nenfalls ein Tensid. Ein Gemisch aus Alkylbenzolsulfonat und Fettaminpolyglykolether in einer Konzentration von 0,001 
bis 2 Gew.-% ist als Tensid-Zusatz besonders bevorzugt. Die in der Behandlungsfolge B 2 eingesetzte wasserige 0 3 - 
LOsung enthalt 0 3 vorzugsweise in einer Konzentration von 1 bis 30 ppm und gegebenenfalls HF in einer Konzentration 

40 von 0,0001 bis 2 Gew.-% und wird gegebenenfalls mit Megasonicwellen beaufschlagt. Die in der Behandlungsfolge B 2 
zuletzt eingesetzte Flussigkeit ist Wasser oder eine wasserige HCI-Losung. die HCI vorzugsweise in einer Konzentra- 
tion von 0,001 bis 10 Gew.-% enthalt. Die Flussigkeit kann gegebenenfalls O3 enthalten und und gegebenenfalls mit 
Megasonicwellen beaufschlagt sein. Die Temperatur des Bads liegt vorzugsweise bei einer Temperatur von Raumtem- 
peratur bis 80 °C. 

45 [0009] Die nachfolgende Gegenuberstellung eines Beispiels mit Vergleichsbeispielen zeigt die vorteilhafte Wirkung 
der Erfindung auf. 

[0010] Die Tabelle enthalt die Ergebnisse (3-Sigma-Werte) von ublichen Zahlungen von Partikeln bestimmter 
GrOBe (LPD=light point defects), die an jeweils 20 polierten Halbleiterscheiben nach einer naBchemischen Behand- 
lungsfolge und einer fur alle Halbleiterscheiben gleichartigen Trocknung durchgefuhrt wurden. 
50 [0011] Das Beispiel (B) umfaBte die Behandlungsfolge: HF-Bad, deionisiertes Wasser/Ozon-Bad, HCI-Bad mit 
Megasonic-Beaufschlagung. Das Vergleichsbeispiel 1 (V1) umfaBtedie Behandlungsfolge: HF-Bad. deionisiertes Was- 
ser/Ozon-Bad. Spulung mit deionisiertem Wasser auBerhalb des Bads. 

Das Vergleichsbeispiel 2 (V2) umfaBte die Behandlungsfolge: HF-Bad. deionisiertes Wasser/Ozon-Bad mit anschlie- 
Bender Spulung mit deionisiertem Wasser im Bad und Megasonic-Beaufschlagung. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur naBchemischen Behandlung von Halbleiterscheiben, bei dem die Halbleiterscheiben mit Behand- 
lungsflussigkeiten behandelt werden, dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleiterscheiben zuerst mit einer wasse- 
rigen HF-L6sung, anschlieBend mit einer wasserigen 0 3 -L6sung und schlieBlich mit Wasser Oder einer wasserigen 
HCI-Ldsung behandelt werden, wobei diese Behandlungen eine Behandlungsfolge B 2 bilden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der Behandlungsfolge B 2 eine Behandlung Bidder Halb- 
leiterscheiben mit einer wasserigen SC1 -Losung vorangestellt wird. -,v 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2. dadurch gekennzeichnet. da3 der Behandlungsfolge B 2 eine Trock- 
nungsbehandlung B 3 der Halbleiterscheiben nachgeschaltet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Reihenfolge der Behandlung der Halbleiterscheiben 
gemaB dem Term m'fB, + B 2 ) +B 3 erfolgt, wobei m eine naturliche Zahl ist und die Behandlung B, und die 
Behandlungsfolge B 2 nacheinander durchgegf uhrt werden'und dies m-fach ausgefuhrt wird, bevor die Trocknungs- 
behandlung B 3 erfolgt. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die wasserige HF-Ldsung HF in einer 
Konzentration von 0,001 bis 2 Gew.-% und gegebenenfalls HCI in einer Konzentration von bis zu 2 Gew.-% und 
gegebenenfalls ein Tensid enthalt. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5. dadurch gekennzeichnet, daB die wasserige 0 3 -L6sung 0 3 in einer 
Konzentration von i bis 30 ppm enthalt und gegebenenfalls mit Megasonicwellen beaufschlagt wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche i bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die in der Behandlungsfolge B 2 zuletzt 
eingesetzte Behandlungsflussigkeit Ozon enthalt und gegebenenfalls mit Megasonicwellen beaufschlagt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Trocknungsbehandlung nach dem 
Schleuder-. HeiBwasser-. Isopropanol- Oder Marangoniprinzip durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 8. dadurch gekennzeichnet. daB die wasserige SCl-L6sung NH 4 OH 
und H 2 0 2 Oder TMAH (= Tetramethylammoniumhydroxid) und H 2 0 2 enthalt. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet. daB jede Behandlung mit einer Behand- 
lungsflussigkeit in einem Bad durchgefuhrt wird. 
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